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1. はじめに 

トポロジカル絶縁体の発見以降、ワイル半金属、ディ

ラック半金属など、様々な種類のトポロジカルに非自

明な物質が提案されてきた。これらのトポロジカルな

状態は、超伝導と結びつくことにより、マヨラナ粒子

を始めとした新奇な物理現象のプラットフォームとな

りうる。 

近年、NaAlSi は伝導帯と価電子帯がブリルアンゾー

ンの線上で交差するギャップレスな電子系を持つライ

ンノード半金属であることが示され、比較的高い温度

(7K)で超伝導転移を示すことが報告された[1,2]。一方

で、NaAlSi は走査トンネル顕微鏡(STM)を用いた表面

研究が行われておらず、どのような電子状態が実現し

ているかは明らかではない。 

2. 目的 

本研究では、極低温走査トンネル顕微鏡測定によっ

て NaAlSi で実現している電子状態を明らかにするこ

とを目的としている。 

3. 測定結果 

NaAlSi 表面は、清浄表面を得るために、超高真空・

極低温中でへき開することにより準備した。図(a)に示

すように非常に広い平坦な表面がへき開によって得ら

れ、原子分解能イメージングにより、Si 原子が可視化

された。図(b)にフェルミ面近傍で取得した dI/dV スペ

クトルを示す。ここから、フェルミ面に対して対称な

ギャップが開いていることが確認され、Dynes 関数に

よる解析から超伝導ギャップであるという結論を得

た。さらに詳細な解析から、多バンド超伝導が実現し

ている可能性が示された。 

講演では、波数空間とエネルギーの分散関係を測定

する準粒子干渉測定を本試料に適用した結果や、超伝

導ギャップの空間・磁場依存性を詳細に測定した結果

を用いて、トポロジカルな状態と超伝導状態について

詳しい議論を行う予定である。 
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Fig. 1. 図 (a) STM トポグラフ像  

(b) フェルミ面付近での dI/dV スペクトル 
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